Solution for researching

Kundenspezifische Ptfe-Wafer-Reinigungs Korbe Halter Fur
Halbleiter-Siliziumwafer Niedrig Hintergrund Fluorpolymer-

Kassetten
Artikelnummer: PL-CP266

Einfuhrung

Hochreine kundenspezifische PTFE-Wafer-
Reinigungs Korbe fur die Halbleiterverarbeitung.
Entwickelt fir Spurenanalysen mit niedrigem

\ Hintergrund und aggressive
T Chemikalienbestandigkeit gewahrleisten diese
._\\.\ / maRgefertigten Fluorpolymer-Kassetten null

Aufldsung und kontaminationsfreie Handhabung
von Siliziumwafern in kritischen
Reinraumumgebungen und industriellen
Laboratorien.

Mehr erfahren

Entfernung von organischen Verunreinigungen, diinnen Oxidschichten = Hohe Bestandigkeit gegen Wasserstoffperoxid- und
RCA-Reinigung (SC-1/SC-2) 9 9 g gkeit geg P

und ionischen Verunreinigungen von Siliziumoberflachen. Ammoniumhydroxid-Gemische.
" Selektive Entfernung von Siliziumdioxidschichten und Vollstandige Bestandigkeit gegen HF, das ansonsten Quarz-
Fluorwasserstoffatzung " L .
Oberflachenpassivierung. oder Glas-Trager zersetzt.
. . : Aggressive Entfernung von schweren organischen Riickstanden und Behalt die strukturelle Integritat in stark exothermen und
Piranha-Atzverarbeitung . w . L A
Fotoresist unter Verwendung von Schwefelsaure und Peroxid. oxidierenden Umgebungen bei.
. . . Handhabung von Wafern wahrend der Entwicklung, Entfernung und Loésungsmittelbestandigkeit stellt sicher, dass der Tréger bei
Photolithographie-Unterstitzung . ) o . . . .
Spilung von Fotoresistmaterialien. Kontakt mit Entfernern nicht aufquillt oder erweicht.
Spiilung nach CMP Kritische Reinigung von Wafern nach der chemisch-mechanischen Oberflache mit geringer Partikelbildung stellt sicher, dass Wafer
P = Planarisierung zur Entfernung von abrasiven Schleifpasten. nach dem Polierschritt sauber bleiben.
Vorbereitung von Spezialisierte Reinigung von GaAs-, GaN- und InP-Wafern fir Schonende, prézise geschlitzte Unterstlitzung verhindert
Verbindungshalbleitern fortschrittliche Optoelektronik. Beschadigungen von spréden Verbindungsmaterialien.
Ultraschall-/Megaschall- Die Materialeigenschaften dampfen Gberméagige Vibrationen und
Reinigung ermoglichen gleichzeitig eine effektive Energietibertragung.
Spezifikationsdetail fiir PL-CP266
Hauptmaterial Hochreines PTFE (Polytetrafluorethylen) / PFA (Perfluoralkoxy)
Herstellungsverfahren Hochprazise CNC-Bearbeitung (Kundenspezifisch gefertigt)

Vollstandig anpassbar (Haufige GréRen: 2", 3", 4", 6", 8", 12" oder

KompatiliitatiniciWatergroten kundenspezifische Abmessungen)

Schlitzkonfiguration Kundenspezifischer Abstand, Tiefe und Menge nach

Prozessanforderungen
Griffdesign Fest, abnehmbar oder integrierte Hebedsen verfiigbar (Anpassbar)
ch e Ausgezeichnet (Kompatibel mit allen Sauren, Basen und organischen

Lésungsmitteln)
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Parameterkategorie Spezifikationsdetail fiir PL-CP266

Betriebstemperaturbereich -200°C bis +260°C (Materialgrenze; anwendungsabhangig)

Oberflachenrauhigkeit Kontrollierte CNC-Oberflache fiir minimale Partikeleinschluss

Optimiert fir Spurenanalysen mit niedrigem Hintergrund (

annnnng; )

Spurenelement-Hintergrund

Auflésungsprofil Keine Auflésung / Keine auslaugbaren Zusatzstoffe ((IT] )
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